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대구경 SiC 단결정 성장을 위한 시뮬레이션 연구
Simulat ion study for sublimat ion growth of large SiC single crystal 
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Abs t r act :      
최근 SiC 단결정 wafer는 기존 Si 소재 대비 우수한 물성으로 차세대 전력 반도체의 핵심 소재로 부각되고 있다. 상용화된 SiC wafer의 경우 주로 승화법을 이용하여 성장한

잉곳으로부터 제조되는데, SiC의 물리화학적 특성으로 인해 고품질의 단결정 성장이 매우 어렵다. 특히, 시간에 따라 변하는 hotzone 내부의 환경을 이해하고 고온에서 사용

되는 소모재가 재사용하는 등 고려해야 할 사항도 많다.

본 연구에서는 열/물질 전달 시뮬레이션이 가능한 COMSOL 툴을 활용하여 hotzone 내부의 현상들을 이해하고 SiC 단결정 성장에 적합한 hotzone 설계를 위하여 성장 공

정을 시뮬레이션 모델링을 통해 분석하였다. 다양한 공정 조건을 모사하고 실험 결과와 비교하였다. 또한, 공정 시간에 따라 변하는 반응기 내부의 조건들을 모델링하여 SiC

잉곳 성장의 시간해석을 수행하였다. 정상상태에서의 계산된 온도를 이용하여 물질 이동에 대하여 해석한 반면, 시간해석 모델에서는 물질 이동을 포함한 분말의 부피 비율

의 변화 및 형상변화에 대한 해석을 병행하였다. 이렇게 최적화된 hotzone 설계를 통하여 제조된 대구경 4H-SiC 잉곳 결과에 대하여 고찰하고자 한다.
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